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 UV-B 領域 AlGaN 系半導体レーザは医療分野や加工など幅広い応用分野があり実用化が期待されている。

デバイスのキャリア注入効率の向上は、上記のデバイスの高性能化には非常に重要である。本報告では、AlGaN

系レーザのガイド層に注目し種々の検討を行った。 

作製したデバイスの構造を Fig1.に示す。本研究では参考文献 1 にある構造をベースに、p型層側のガイド層

の Al 組成および膜厚を系統的に変化させた試料を作製した。作製した試料をデバイスプロセスし、電流―電

圧特性、電流―光出力特性および発光スペクトルの評価を行った。試料の発光特性は試料の基板側から分光器

によって測定し、光強度を比較できるように測定をした。また、キャリア注入効率は、自然放出時の発光スペ

クトルの積分光強度およびピーク強度により見積もった。測定は、室温でパルス電源（パルス幅 50ns、Duty 比

0.01%）、分光器の蓄積時間を 10ms で行った。 

Fig.2 に典型的な結果として電流密度 12 kA/cm2注入時の発光スペクトルを記載する。PL の結果と対応させ

ると図中の長波長側の発光が活性層からの発光を表し、短波長側の発光はガイド層からの発光であると考えら

れる。この結果から、ガイド層を変化させることによって、ガイド層の発光を抑制し発光層からの発光強度を

増大することが可能であることが分かった。また、系統的な実験によりその割合はガイド層の膜厚および Al

組成に大きく依存していることが分かった。詳細な議論は当日行う。 
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Fig.1 デバイス構造           Fig.2 光強度スペクトル     
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